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A 0.700 0.800 0.028 0.031
Al 0.000 0.050 0.000 0.002
A3 0.203REF. 0.008REF.
D 2.900 3.100 0.114 0.122
E 2.900 3.100 0.114 0.122
D1 1.025 1225 0.040 0.048
E1 0.960 1.160 0.038 0.046
D2 2.300 2.500 0.091 0.098
E2 0.380 0.580 0.015 0.023
b 0.270 0.370 0.011 0.015
b1 0.220REF. 0.009REF.
e 0.650BSC. 0.026BSC.
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